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第 4 章 íGaAs /YIG 層状結合系の増幅実験」では司 n 形 GaAs と YIG スラブとで構成した結合系
における表面静磁波と GaAs 中の電子流との相互作用の結果について述べている。すなわち.従来ほ


















(4) 従来ほとんど報告のなかった. YIG と GaAs 間の誘電体スペーサの厚み.及び GaAs 試料の適
当な形状について実験的に検討し司結合条件.相互作用の周波数特性宅くり返し周波数への依存性
も検討し.その動作を明らかにしている口
(5) (4)の結果などを基礎にして.約一20~-5ωB の素子のそう人損の下で\最高約17dB の相対増
幅利得という従来の報告よりかなり改善された相互作用結果が得られたことを実験的に確認してい
る。
このように本論文は電子工学の進歩に寄与するところ大であり.博士論文として価値あるものと認
める口
-418-
